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AN6022はサイプレス nvSRAMと BBSRAMの機能、能力、利点を比較します。 

 

はじめに 

鉛フリーのイニシアチブが全世界的に展開されている中で、

nvSRAMがNV RAMの選択肢として一般的になってきています。

本アプリケーション ノートは、バッテリ バックアップ SRAM 

(BBSRAM) より優れた nvSRAMの利点を説明します。サイプ

レス nvSRAM と他のメーカーからの BBSRAM 技術の機能、

能力、利点を比較します。 

BBSRAM とは？ 

BBSRAM (BatRAM とも言われています) は複数のチップと

バッテリ要素を組み合わせて単一のパッケージに組み込んで

います。バッテリは、プラスチック DIPS などのようにパッケー

ジ内に統合することができます。あるいは SOIC などのように、

バッテリをパッケージの上部に配置しカバーを付けて機械的に

取り付けるものもあります。BBSRAMはその他の SRAM と同

様にアクセスされます。電源電圧 (VCC) が指定のレベルを下

回ると、内部バッテリは VCC が有効な状態に戻るまでメモリの

内容を持続させるためにオンに切り替わります。 

nvSRAM とは？ 

サイプレス nvSRAM は、メモリ セルごとに不揮発性要素を組

み込んだ高速スタティック RAM (SRAM) です。組み込み不揮

発性素子には、世界最高の信頼性を持つ不揮発性メモリを実

現する SONOS 技術を採用しています。SRAM は無限の読

み出しと書き込みサイクルを提供する一方で、独立した不揮発

性データは信頼性の高い SONOS セルに格納されています。

SRAM から不揮発性要素へのデータ転送 (AutoStore 処理) 

は、電源切断時に VCAP ピンに接続された小容量コンデンサ

の電荷を使用して自動的に行われます。電源投入時に、デー

タは不揮発性メモリから SRAMに復元されます (パワーアップ

RECALL処理)。STORE と RECALL両方の処理はソフトウェ

ア制御でも実行することができます。 

nvSRAMの利点 

多部品ソリューションに対し、nvSRAM は小容量の外付けコン

デンサが取り付けられたシングル モノリシック ソリューションで

す。従って、BBSRAM ソリューションと比較すると多くの利点

があります。 

表 1. nvSRAMの利点 

nvSRAMの利点 説明 

低コスト シングル モノリシック ソリューションは多部品ソリューションに比べて製造コストが低い。また nvSRAMはバッテリを不要にし、コ

ストをさらに低下させる 

高い信頼性 バッテリには使用の制限がある。また外付けバッテリのパッケージでは、腐食や欠陥のあるスナップパック (バッテリを定位置に

保つ外部ハードウェア) が信頼性を低下させる 

小さい基板面積および

低い部品高さ 

BBSRAMは、バッテリがパッケージに入れられるか装着されるため、nvSRAMに比べて部品のサイズがはるかに高くて大きい 

最善された製造 nvSRAMはバッテリの在庫追跡が不要で、保存期間の懸念がないため、製造が改善される 

RoHS対応 RoHS非対応の BBSRAMに対して、nvSRAMはバッテリを使用しないため RoHSに対応 

高い性能 BBSRAMのアクセス時間は 70ns～100ns。nvSRAMのアクセス時間の仕様は 20ns～45ns 
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BBSRAMの内部 

BBSRAM は、標準 SRAM、電圧センサーとスイッチ チップ、

リチウム電池の 3 つの主な部品を含んでいます。各

BBSRAM モジュールは、内蔵型リチウム エネルギー源およ

び VCC の許容範囲外条件を常に監視する制御回路を内蔵し

ています。そのような条件が生じると、リチウム エネルギー源

は自動的にオンになり、書き込み保護がデータの破損を防ぐ

ために無条件に有効になります。実行可能な書き込みサイク

ル数には制限がなく、マイクロプロセッサとのインターフェース

に追加のサポート回路は必要ありません。図 1 は BBSRAM

のブロック図を示します。  

図 1．BBSRAMブロック図 

 

nvSRAMの内部 

nvSRAM 技術は、同じダイ上に SRAM と EEPROM の技術

を組み合わせたものです。不揮発性の EEPROM 要素が各

SRAM セルに組み込まれています。SRAM モードでは、メモリ

は普通の SRAM と同じように、SRAM の速度で動作します。

不揮発性モードでは、SRAM データは並行して EEPROM へ

転送 (あるいは EEPROM から復元) されます。EEPROM は

SONOS (シリコン - 酸化物 - 窒化物 - 酸化物 - シリコン) 技術

で製造され、歩留まりが高く、フローティング ゲート プロセス技

術より必要なマスク数が少なくて済みます。SONOS 技術の他

の重要な利点は、成熟した設計や製造プロセス、CMOS マイ

クロロジックへの良好な集積可能性、低消費電力などです。標

準 SRAMにユーザー データを書き込むため、書き込み回数に

制限はありません。EEPROM の記憶サイクル数は製品寿命

にわたり 100 万回以上に改善が可能です。データ転送には電

池が必要ありません。SRAMから EEPROMへの転送に必要

な電源が外付けコンデンサから供給される事により、データ転

送は、電源切断サイクル中に自動的に行われます。また

nvSRAMはクロック ロジックと併用して不揮発性 RTCコンポー

ネントを構成します。図 2は nvSRAMのブロック図を示します。 

 

図 2. nvSRAMブロック図 

 

nvSRAMのメモリ コントローラーとの標準

的な接続 

通常動作条件では、読み出しと書き込み動作は機能的にス

タンドアロン SRAM と同一です。パラレル I/O 構造により、

ユーザーはアドレス ビットの設定で定義されたいかなるメモリ

位置にもデータを容易に保存するか、取り出すことができます。

後続のメモリ サイクルは書き込みサイクル数に制限なく、どの

順序でも、いかなる位置でも行うことができ、またマイクロプロ

セッサとのインターフェースには追加のサポート回路は必要あ

りません。 

図 3. 標準的な nvSRAM接続 

 

VCCがしきい値 (VSWITCH) を下回ると、サイプレス nvSRAMは

AutoStore モードに移行し、DQ バスを高インピーダンス状態

にプルしてアドレスおよび制御ライン上の遷移を全て無視する

ことでデバイスへの読み出し／書き込み動作を全て禁止します。 
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技術的性能特性の比較 

ビジネス利益と共に、nvSRAM は BBSRAM より優れた技術

的な利点が多くあります。以下のようなものが挙げられます。 

 データ保持および製品寿命 — データ保持期間は、データ 

ストレージが劣化し始めるまで保存できる期間がどのくら

いかを示す仕様です。製品寿命は、デバイスが製造され

てから動作できる期間がどのくらいかを意味します。 

 性能 

 電源投入時のデバイス機能 — 機能的には、nvSRAMと

BBSRAMの電源投入時の要件は似ています。 

 nvSRAMは自動的にデータを EEPROMから SRAM

に転送します。 

 BBSRAMは自動的にリチウム エネルギー源から

VCC電源に切り替えます。 

 基板面積 

 

表 2. BBSRAM と nvSRAMの技術的比較 

BBSRAM nvSRAM 

データ保持および製品寿命 

 BBSRAMは、バッテリの電荷がなくなった後 (通常、商用シ

ステムでは 4～7年後)、不揮発性メモリとして機能できなく

なる  

 バッテリ寿命は以下の 2つの主な要因で短くなる:  

 メモリ回路からの電流ドレイン: これはメモリの電流要件

に依存し、室温で寿命を決める支配要因 

 電解液の蒸発: 70°Cでは、バッテリをメモリから切り離

してもその寿命を延ばせないほどの蒸発速度になる。

85°Cでは、デバイスが電源投入されることがなくても、

バッテリの寿命は通常 2年以下  

 低温では、バッテリの電流持続能力も低下  

 低温が自動車のバッテリの化学的性質を無効にするメカニ

ズムと同等以上に、低温ではバッテリの電流供給能力が   

–40°Cで 20%ぐらい低下する 

 無制御の電源切断シーケンスはバッテリの寿命に悪影響を

与える。特に、電源切断による VCCアンダーシュートによっ

てバッテリから電流が引き出されることがある。さらに、電源

切断時に CE  が HIGHに維持されなければ、誤った読み

出しや書き込みが行われることがある。これらの繰り返しに

必要な全電流がバッテリの寿命を減少させる 

 nvSRAMでは、20年のデータ保持期間および 100万の

STORE処理が保証される  

 nvSRAM内の不揮発性メモリ要素は EEPROMセルであ

る。このセルは、導電体とシリコン表面の間に配置された窒

化物絶縁体および薄い酸化物絶縁体で構成されている。プ

ログラミング電荷は窒化物絶縁体に格納される。電荷の窒

化物への注入は導電体間の電界で制御される  

 データ保持は絶縁体のこの電荷保持能力で決まる。セルの

書き換えが繰り返される、または温度が上昇すると、絶縁体

からのリーク電荷が多くなる。nvSRAMのデータ保持期間

はデバイスの保管温度と実行される STORE処理の回数

で決まる  

 全てのサイプレス nvSRAMデバイスは、最大動作温度に

おいて、定義された最後の STOREサイクルで完全なデー

タ保持仕様を保証する温度加速係数でテストされる 

性能 

 バッテリ バックアップ デバイスは、データ保持期間を最大限

にするためにスタンバイ消費電力を最適化する一方、プロ

セスでアクセス時間を犠牲にする  

 最高速 4Mb BBRAMのアクセス時間は 70ns～100ns 

 nvSRAMの SRAM部分は、業界標準 6Tを使用した標準

SRAMと同一。従って、その性能仕様は標準 SRAMに似

ていて、アクセス時間は 20ns～45ns 

電源投入時のデバイス機能 

 チップ イネーブル ( CE  ) は電源投入後少なくとも 125ms  電源投入時、 CE  の何か特別な要件はない。電源投入時

http://www.cypress.com/


 
 
 

nvSRAMと BBSRAMの比較 
 

 www.cypress.com 文書番号: 001- 96575 Rev. ** 4 

BBSRAM nvSRAM 

の間 HIGHに維持されることが必要。 CE  が HIGHの

時、チップの読み出し／書き込みは不可 

に VCCが VSWITCHに達してから 20ms後にデータは使用可

能となる 

電源切断時のデバイス機能 

 VCCは 150µs以内に 3.0V (デバイスに依存) から 0Vに低

下することが必要。システムは、この仕様を満たす電源ス

ルー レートを必要とする 

 nvSRAMは VCCがしきい電圧 VSWITCHを下回ったことを認

識すると、自動的に SRAM内容を EEPROMに転送する 

基板面積 

 バッテリが実装されたシステムはバッテリに適合するように

基板の高さまたは幅を犠牲にすることが必要  

 標準的なパッケージは 9mm × 15mm～18.5mm × 43mm 

 最近、BBSRAMのメーカーはより小さい面実装パッケージ

をリリースするが、バッテリ用の追加スナップオンのハンド 

アセンブリーが必要。この機械的且つ電気的インターフェー

スは、極めて低い PPMを要求するメーカーに影響する事

が示されている 

 サイプレス nvSRAMは SOIC、SSOP、FBGA、TSOPタイ

プ IIのパッケージで提供され、基板面積を増やさずに

BBSRAMと代替可能。図 4はパッケージの比較および

67%節約された基板面積を示す 

 

図 4. サイプレス nvSRAM と BBSRAMの基板面積比較

 

 

まとめ 

データ保持、アクセス時間およびパッケージ サイズの側面で

は、nvSRAM は BBSRAM よりも明確に優れています。

nvSRAM は、ほとんど無限のアクセス可能回数、長いデータ

保持期間およびメモリに格納されたデータへの高速なアクセス

を必要とするシステムに最適です。 
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